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Aktif devre tasarimi uygulamalarinda kullaniimakeiez 0.3nm CMOS
teknolojisi ile bir DO-OTA (cift cikgli OTA) yapisi tasarlayiniz. (OTA
kutuplama akiminingd < 10QuA bélgesinde, giminin de g, < 15QUA/V
bélgesinde secilmesi Onerilir. Tasarlanacak DO-OTA < 25pF'lik
kapasitif yiklerle cagtinlacaktir.

Yukarida belirtilen cagma bdlgesi icindesagidaki tabloda verilerartlarin
salanmasi istenmektedir.

Egimin band genli gi fagg = 75 MHz
Girig isaretinin dgrusal dgisim -1V < VINS 1V
aralgi
Cikis geriliminin dgrusal dgisim -1V < VouTt< 1V
aralgl
- >
Cikis direnci Ro Ro-2 100MQ2
Yukselme gimi SR> 10V/usn (Iss = 1Q0A i¢in)

a- Devreyi tasarlayarak transistorlarin boyutlarim belirleyiniz.
SPICE benzetim programi yardimiyla devrenin
b- DC akim gecis karakteristigini ¢ikartimz; (I, kutuplama akimu

parametre olarak alimacaktir),

c- DC gerilim gecis karakteristigini qikartimiz; (I kutuplama akimu
parametre olarak alinacaktir),

d- gu: Ve gm: gecis iletkenliklerinin I kutuplama akimi ile degisimlerini
(mi= G (1), Gma = Gmo(I_ ), kutuplama akimi bagimsiz degisken olarak

alinacaktir),
e- g ve g gecls iletkenliklerinin frekansla degisimini (Iss kutuplama
mi1 m2

akimi parametre olarak alinacaktir),

f- Zo. ve Zo- cikis empedanslarinin frekansla degisimini (Iss kutuplama
akimi parametre olarak almacaktir), her kutuplama akim icin cikis
direncini ve ¢ikis kapasitesini belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuclart yorumlayimiz, OTA tasariminda oOngordiigiiniiz
hedeflere ulasip ulasamadigimz arastiriniz.

Not: Grup 4 NMOS giris transistoru, Grup 5 PMOS giris transistoru
kullanacaktir.



